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はじめに Si-LSI チップ内のグローバル配線層

の高速信号伝送制限の解決策として、本研究室で

は、Ⅲ-Ⅴ属半導体薄膜コア層を有する光集積回

路を提案し、各構成要素を実現すると共に[1-2]、

その集積法として、再成長不要かつ汎用性の高い

量子井戸無秩序化(QWI)の検討を行ってきた[3]。 

本研究では、点欠陥を多く含む SiO2マスクの

他に高膜質の SiO2保護層を導入した新しいQWI

プロセスを用いることにより、高い PL発光強度

を維持しつつ、能動領域と受動領域の PLピーク

波長の差を 95 nm (57 meV)まで、拡大すること

に成功したのでご報告する。 

実験 Fig. 1 に QWI プロセスに用いたウェーハ

の層構造を示す。受動領域として用いる領域上に

成膜条件を調整したスパッタリングにより点欠

陥を多く含む SiO2マスク 300 nm を成膜し、フ

ォトリソグラフィを用いてパターンを形成した。

その後、能動領域として用いる部分の窓開けを行

い、プラズマ CVD法を用いてウェーハ全面に点

欠陥の少ない SiO2保護膜を堆積した。最後に N2

雰囲気中において 750℃で 180 秒間の高速熱処

理（RTA）を施した。 

結果 Fig. 2には SiO2保護膜厚を 20/50/100/200 

nm と変えて PL ピーク波長を測定した結果を示

す。膜厚 50 nmのとき、受動領域の PLシフト量

は 132 nm (77 meV)、半値全幅は Fig. 3に示すよ

うに 44 meVとなった。これに対し能動領域では

PLピーク波長シフト量は 37 nm (20 meV)、半値

全幅は 43 meVとなり、前回報告したピーク波長

差 21 nm[3]に対して 95 nm (57 meV)と拡大する

ことに成功した。SiO2保護膜厚 20 nmの場合に

は、能動領域の PLピーク強度は受動領域の 73%

となったことから、RTA 時の熱ダメージから量

子井戸構造を保護するためには、SiO2 保護膜厚

50 nm程度(PLピーク強度 97％)が必要と考えら

れる。SiO2保護膜を 50 nmより厚くした場合に

は、SiO2 保護膜中の点欠陥量が増して能動領域

と受動領域の PL波長差が減少したものと考えら

れる。 

 つぎに、PLマッピングを行った(resolution 3×

3 μm2)結果、能動・受動領域の境界では PLスペ

クトルが分離して観測され、中間波長は観測され

なかったことから、遷移領域は 3 μm以下である

と考えられる。 
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Fig. 1 Wafer structure in QWI process. 

. 

 

Fig. 2 Peak wavelength as a function of SiO2 protection layer. 

 

Fig. 3 PL spectra for the protection layer thickness of 50 

nm. 
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